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背景 

近年、MgO 基板上に作製された(001) コバル

トフェライト(CFO)薄膜は、高い垂直磁気異方

性を示すことが報告され注目されている[1]。こ

れまでに我々は、有機金属分解法(MOD)法を用

いてガラス基板上に多結晶の CFO 薄膜を作製

した場合に、特定の温度で仮焼成を行うことに

よって 001に優先配向することを見出した[2]。

この結果から、多結晶 CFO 薄膜においても、

大きな垂直磁気異方性を有する薄膜を作製で

きる可能性がある。今回の発表では、ガラス基

板または Si 基板の上に、仮焼成の温度条件を

変化させて作製した CFO 薄膜について、結晶

性および磁気特性を評価し、最適作製条件を検

討した結果について報告する。 

 

実験方法 

CFO 薄膜は、MOD 法を用いてガラス, Si 基

板上に作製した。薄膜作製プロセスは、次のよ

うに行った。基板へ MOD 溶液(高純度化学研

究所製)塗布をスピンコートにより塗布(3000 

rpm, 30 sec)し、乾燥（100℃，10min）および仮

焼成（310℃, 320℃, 330℃, 340℃，30min）を行

った後、本焼成（730℃，10 h）により結晶化を

行った。本焼成は、管状炉を用いて窒素雰囲気

下で行った。  

 

実験結果および考察 

Fig.1 に、ガラス基板上に仮焼成温度を変化

させて作製した CFO 薄膜の XRD パターンを

示す。観察されたピークは多結晶の CFO に帰

属できる。しかし、310℃、320℃で仮焼成を行

った場合、400回折線の強度が大きくなり、100 

に優先的に配向していることがわかる。磁気特

性および磁気光学特性については当日報告す

る。 

 

Fig 1. XRD patterns of CFO thin films prepared at 

different pre-annealing temperatures. 
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